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背景・目的：近年、テラヘルツ帯域で動作可能な半導体デバイスとして高電子移動度トランジス

タ（high electron mobility transistor, HEMT）の研究が盛んに進められている。これまで我々は、Ⅲ

-Ⅴ族化合物半導体中で電子の有効質量が軽い Sb 系半導体において、比較的高い電子移動度（µ）

を維持したままシート電子濃度（Ns）を増加させることのできる GaInSb チャネル HEMT の研究

開発を行ってきた[1,2]。本研究では、GaInSb チャネル HEMT 作製プロセス時の熱処理によるエ

ピ結晶への影響を明らかにする目的で、AlInSb/GaInSb 量子井戸構造（HEMT 構造）の電気的特

性への熱処理の影響を調べた。 

実験及び結果：Fig. 1 は分子線エピタキシー（MBE）法により GaAs（100）基板上に成長した

GaInSb HEMT 構造の断面模式図である。この HEMT 構造について加熱温度 100、150、200℃、

加熱時間 10、15、20 minという条件で、窒素雰囲気下で熱処理を行った。Fig. 2はホール効果測

定の結果より得られた µ の減少率である。µ は低下し NS は殆ど変化しないという結果が得られ

た。20 分熱処理後の µ の減少率はそれぞれ 4.4%、13.8%、26.9%（100, 150, 200℃）であり、

200℃で μ が最も減少した。また熱処理をした試料の X 線回折パターンに新たなピークが出現し、

熱処理による HEMT 構造内部での変化が示唆された。Fig. 3 はラマン分光スペクトルである。

Fig .3 のラマンスペクトルにおいてそれぞれのピークは、熱処理に伴う Sb 由来の新たなピーク

（100~150 cm-1）[3-5] 、InSbのピーク（182 cm-1）[6] 、Al0.40In0.60Sbのピーク（302 cm-1）[6]を示

している。150、200℃で熱処理を行った試料では、Sb 由来の新たなピークの増加、InSb と

Al0.40In0.60Sbのピークの減少が確認された。 

 以上の結果より、GaInSb HEMT構造への熱処理により結晶中に Sb空孔が形成され、Sb空孔が

散乱体として作用し µの低下を引き起こしたと推測される。 
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